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Abstract of DE 10306312 (A1) 

Es wird ein Laserdiodenbauelement mit einem Laserdiodenbarren angegeben, an dem im Betrieb eine 
bestimmte Betriebsspannung anliegt und dem ein Uberbruckungselement parallelgeschaltet ist, das 
sich bei Anliegen der bestimmten Betriebsspannung am zugehorigen Laserdiodenbarren in einem 
stromsperrenden Zustand befindet und das in einen stromleitenden Zustand umschaltet, sobald der 
Spannungsabfall am Laserdiodenbarren die Betriebsspannung urn einen vorgegebenen 
Spannungswert uberschreitet. Weiterhin wird eine Schaltungsanordnung mit einer Mehrzahl von 
solchen Laserdiodenbauelementen angegeben, die in Reihe geschaltet sind. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(54) Bezeichnung: Laserdiodenbauelement und elektronische Schaltungsanordnung mit einer Mehrzahl von seriell 
zueinander verschalteten Laserdiodenbarren 

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Laserdiodenbauele- 
ment mit einem Laserdiodenbarren angegeben, an dem im 
Betrieb eine bestimmte Betriebsspannung anliegt und dem 
ein Qberbruckungselement paralielgeschaltet ist, das sich < 
bei Anliegen der bestimmten Betriebsspannung am zuge- 
horigen Laserdiodenbarren in einem stromsperrenden Zu- 
stand befindet und das in einen stromleitenden Zustand 
umschaltet, sobald der Spannungsabfall am Laserdioden- 
barren die Betriebsspannung um einen vorgegebenen 
Spannungswert uberschreitet. Weiterhin wird eine Schal- 
tungsanordnung mit einer Mehrzahl von solchen Laserdio- 
denbauelementen angegeben, die in Reihe geschaltet 
sind. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Laserdiodenbauele- 
ment nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 
und eine elektronische Schaltungsanordnung gemafc 
dern OberbegrifF des Patentanspruches 11. Sie be- 
zieht sich insbesondere auf ein Laserdiodenbauele- 
ment bzw. auf eine Schaltungsanordnung mit einem 
bzw. mehreren Hochleistungsiaserdiodenbarren. 
[0002] Beim Ausfall eines Laserdiodenbarrens kann 
es zur Unterbrechung des Stromflusses iiberden La- 
serdiodenbarren kommen. In einer Schaltungsanord- 
nungen mit einer Mehrzahl von serieil zueinander 
verschalteten Laserdiodenbarren Oder Laserdioden- 
barrenmodulen fuhrt dies zum Komplett-Ausfall aller 
Laserdiodenbarren beziehungsweise -module der 
betroffenen Serie. Zur Behebung des Ausfalls wird 
bislang ublicherweise die gesamte Serie mit dem 
ausgefallenen Laserdiodenbarren ausgetauscht. 
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, einen Laserdiodenbarren bzw. eine Schal- 
tungsanordnung bereitzustellen, bei der es bei einem 
Ausfall eines einzelnen Laserdiodenbarrens bzw. 
-moduls nicht zum Komplett-Ausfall der gesamten 
Serie von Laserdiodenbarren bzw. -modulen kommt. 
[0004] Diese Aufgabe wird mit einem Laserdioden- 
barren mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 
bzw. mit einer Schaltungsanordnung mit den Merk- 
malen des Patentanspruches 11 gelost. 
[0005] Bevorzugte Ausfuhrungsformen und vorteil- 
hafte WeiterbikJungen der Erfindung si nd in den ab- 
hangigen Anspruchen 2 bis 10 und 12 bis 20 angege- 
ben. 

[0006] Die erfindungsgemaRe Anordnung sieht vor, 
ein Oberbruckungselement, insbesondere in Form ei- 
nes Halbleiterbauelements so parallel zu einem Dio- 
denlaser zu schaiten, dass beim Ausfall des Dioden- 
lasers, der ein Unterbrechen oder eine starke Verrin- 
gerung des Stromflusses uber ihn zur Folge hat, das 
Oberbruckungselement durchschaltet und den aus- 
gefallenen Diodenlaser elektrisch uberbruckt. An 
Stelle des Halbleiterbauelements kann auch ein me- 
chanisches Element, beispielsweise ein Relais ein- 
gesetzt werden. Das Oberbruckungselement muft 
derart ausgestaltet sein, dass es bei ordnungsgema- 
ften Betrieb des Dioden lasers hinreichend hochoh- 
mig ist und dass es bei schadhaftem hochohmigen 
Diodenlaser aufgrund des erhohten Spannungsab- 
falls durchschaltet und den Diodenlaser elektrisch 
uberbruckt, so dass die ubrigen Diodenlaser einer 
Serienschaltung nach wie vor mit Strom versorgt blei- 
ben. 

[0007] Das Oberbruckungselement kann ein einzi- 
ges geeignetes elektrisches Element (zum Beispiel 
Diode etc. (siehe weiter unten)) oder eine Mehrzahl 
von parallel oder serieil verschalteten elektrischen 
Elementen aufweisen. Ebenso konnen mehrere 
Oberbruckungselemente in serieller oder paraileler 
Verschaltung zum Einsatz kommen. 
[0008] Ein bevorzugtes Schaltelement ist eine Dio- 



de, insbesondere eine AIGaAs-Diode, deren Diffusi- 
onsspannung (auch Schwellen- oder Schleusen- 
spannung genannt) hoher als die Betriebsspannung 
des Diodenlasers ist. Vorzugsweise ist die Diffusions- 
spannung mindestens 200 mV hoher als die Be- 
triebsspannung des Diodenlasers. Dies gewahrleis- 
tet vorteilhafterweise einerseits einen sicheren Be- 
trieb eines ordnungsgemafc funktionierenden Dio- 
denlasers auch bei Spannungsschwankungen und 
andererseits ein sicheres Schaiten auf Durchlass bei 
einem Ausfall des zugehorigen Diodenlasers. 
[0009] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung eines 
erfindungsgemafJen Laserdiodenbauelements sind 
der Diodenlaser und das zugehorige Oberbruckungs- 
element auf einer gemeinsamen Warmesenke aufge- 
bracht, ist das Oberbruckungselement mittels eines 
ersten Verbindungsmittels auf der Warmesenke be- 
festigt und ist der Diodenlaser mittels eines zweiten 
Verbindungsmittels auf der Warmesenke befestigt. 
Der Schmelzpunkt des ersten Verbindungsmittels 
liegt bei einer hoheren Temperatur als der des zwei- 
ten Verbindungsmittels. Dadurch wird vorteilhafter- 
weise vermieden, dass bei einer Montage des Ober- 
bruckungselements auf die Warmesenke bevor der 
Diodenlaser montiert wird die Verbindung zwischen 
Oberbruckungselement und Warmesenke wahrend 
der Montage des Diodenlasers geschadigt wird. Al- 
ternate konnen der Diodenlaser und das Oberbru- 
ckungselement gleichzeitig oder nacheinander (vor- 
zugsweise mittels Erhitzen des Baueiements seibst) 
mit dem gleichen Verbindungsmittel oder mit ahnli- 
chen Verbindungsmitteln auf der Warmesenke mon- 
tiert werden. 

[0010] Bevorzugt wird das Oberbruckungselement 
mittels eines Hartlotes und der Laserdiodenbarren 
mittels eines Weichlotes auf der Warmesenke befes- 
tigt. 

[0011] Die Warmesenke ist beispielsweise ein me- 
tal lischer Kuhlkorper oder ein mit einer Mikrokanal- 
kuhlerstruktur versehener Metalltrager, durch den 
eine Kuhlfliissigkeit gepumpt wird. Diodenlaser und 
Oberbruckungselement konnen aber auch auf ein ge- 
meinsames warmeleitendes Leadframe montiert 
sein, das eine hinreichende Warmeableitung vom Di- 
odenlaser gewahrleistet. 

[0012] Neben der Anwendung der erfindungsgema- 
&en Anordnung bei Laserdiodenbarren kann das der 
Erfindung zu Grunde liegende Prinzip auch bei ande- 
ren Geraten und Schaltungsanordnungen eingesetzt 
werden, in denen eine Mehrzahl von elektronischen 
Bauelementen in Serie geschaltet sind und eine 
Oberbruckung eines schadhaften elektronischen 
Baueiements zu einem Totalausfall des gesamten 
Gerats bzw. der gesamten Schaltungsanordnung 
oder eines wesentlichen Teiles der Schaltungsanord- 
nung fuhren wurde. Es wird daher ausdrucklich dar- 
auf hingewiesen, dass auch solche Gerate und 
Schaltungsanordnungen zur Erfindung gehoren. 
[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und 
Weiterbildungen des erfindungsgemaften Laserdio- 
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denbauelements bzw. der erfindungsgemaften 
Schaltungsanordnung ergeben sich aus dem im Fol- 
genden in Verbindung mit den Fig. 1 und 2 erlauter- 
ten Ausfuhrungsbeispiel. Er zeigen: 
[0014] Fig. 1 eine Schnittansicht durch das Ausfuh- 
rungsbeispiel, und 

[0015] Fig. 2 eine Draufsicht auf das Ausfuhrungs- 
beispiel. 

[0016] Bei dern Ausfuhrungsbeispiel ist ein Laserdi- 
odenbarren 1 zusamrnen mit einer AIGaAs-Diode 2 
auf einem gemeinsamen metaliischen Trager 3 mon- 
tiert. Der Laserdiodenbarren 1 ist mittels eines 
Weichlotes 4 (zurn Beispiel Indium-Lot) und die 
AI-GaAs-Diode 2 ist mittels eines Hartlotes 5 (zurn 
Beispiel AuSn-Lot) auf dem Trager 3 befestigt. Der 
Trager 3 ist eine Warmesenke und stellt jeweils einen 
ersten elektrischen Anschluft des Laserdiodenbar- 
rens 1 und der AIGaAs-Diode 2 dar. 
[0017] Die AIGaAs-Diode 2 ist derart ausgelegt, 
dass deren Diffusionsspannung etwa 200 mV uber 
der Betriebsspannung des Laserdiodenbarrens 1 
liegt. 

[0018] Ein Anschlufcstreifen 6 uberspannt den La- 
serdiodenbarren 1 und die AIGaAs-Diode 2 und ist 
mit diesen mittels eines metaliischen Lotes elektrisch 
leitend verbunden. Der Anschluftstreifen 6 stellt je- 
weils einen zweiten elektrischen Anschlufc des La- 
serdiodenbarrens 1 und der AIGaAs-Diode 2 dar. 
[0019] Im Herstellungsprozess eines solchen La- 
serdiodenbauelements wird zunachst die AIGaAs-Di- 
ode 2 mittels des Hartlotes 5 auf dem Trager 3 befes- 
tigt. Danach wird der metailische Trager 3 mit Indium 
bedampft und dadurch fur die Montage des Laserdi- 
odenbarrens 1 vorbereitet. Nachfolgend wird der La- 
serdiodenbarren 1 mittels Weichloten auf dem Trager 
3 aufgebracht. Da die Indium-Ldtung bei wesentlich 
geringerer Temperatur erfolgt als die Hartldtung der 
AIGaAs-Diode 2, besteht nicht das Risiko, dass beim 
Montieren des Laserdiodenbarrens 1 die Verbindung 
zwischen Trager 3 und AIGaAs-Diode 2 wieder er- 
weicht. 

[0020] Fallt bei der oben beschriebenen Anordnung 
der Laserdiodenbarren 1 aus und lafct dieser infolge- 
dessen keinen StromfluR mehr zu, steigt die Span- 
nung zwischen Kathode (Trager) und Anode (An- 
schluftstreifen) stark an bis die Paralleldiode 2 auf 
Durchlass schaltet und den Laserdiodenbarren 1 im 
Wesentlichen kurzschlieftt. 

[0021] Ein Laserdiodenbauelement gemafc dem 
Ausfuhrungsbeispiel hat den besonderen Vorteil, 
dass es klein und integrierbar ist. 
[0022] Bei einer erfindungsgemafcen Schaltungsan- 
ordnung mit Laserdiodenbauelementen gemafc dem 
Ausfuhrungsbeispiel ist eine Mehrzahl solcher Laser- 
diodenbauelemente und damit eine Mehrzahl von La- 
serdiodenbarren in Serie zueinander verschaltet. 
[0023] An Stelle der AIGaAs-Diode 2 kann eine hin- 
sichtlich der Schaltspannung geeignete Zenerdiode, 
ein entsprechend geeigneter Triac (uberkopf), eine 
Mehrzahl von seriell verschalteten Si-Dioden oder 



ein mechanischer Schalter/eine mechanische Siche- 
rung (zurn Beispiel ein Qberspannungsableiter, eine 
Feder auf Lotkugel oder ein Bimetallschalter) einge- 
setzt werden. 

[0024] Ebenso anwendbar ist eine Anordnung in 
FET-Technologie, Sip-MOS-Technologie oder Cool- 
MOS-Technologie. Ein besonderer Vorteil dieser 
Technologie besteht darin, dass eine intelligente 
Schaltungsanordnung mit kleiner Verlustleistung rea- 
lisierbar ist und dass der Zustand der zugehorigen 
Laserdiode auch per Fernabfrage erkennbar ist. Al- 
ternate ist auch die Verwendung eines Thyristors, ei- 
nes Bipolar-Transistors, eines Relais oder eines ma- 
nuellen Schalters als Uberbruckungselement denk- 
bar. 

Patentanspruche 

1. Laserdiodenbauelement mit einem Laserdio- 
denbarren, an dem im Betrieb eine bestimmte Be- 
triebsspannung anliegt dadurch gekennzeichnet , 
dass dem Laserdiodenbarren ein Oberbruckungsele- 
ment parallelgeschaltet ist, das bei Anliegen der be- 
stimmten Betriebsspannung am zugehorigen Laser- 
diodenbarren einen geringeren Strom durchlallt als 
der Laserdiodenbarren oder keinen Strom durchlaRt 
und das in einen derart niederohmigen Zustand um- 
schaltet, dass der Laserdiodenbarren uberbruckt 
wird, sobald der Spannungsabfall am Laserdioden- 
barren die bestimmte Betriebsspannung um einen 
vorgegebenen Spannungswert ubersehreitet 

2. Laserdiodenbauelement nach Anspruch 1 , da- 
durch gekennzeichnet, dass das Oberbruckungsele- 
ment in den den Laserdiodenbarren uberbruckenden 
Zustand umschaltet, sobald die am Oberbruckungse- 
lement anliegende Spannung mindestens 200 mV 
hoher ist als die bestimmte Betriebsspannung des 
zugehorigen Laserdiodenbarrens. 

3. Laserdiodenbauelement nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Uberbru- 
ckungselement mindestens eine Diode aufweist, die 
bei Anliegen der bestimmten Betriebsspannung an 
dem zugehorigen Laserdiodenbarren in Durchlass- 
richtung gepolt ist und deren Diffusionsspannung 
mindestens 200 mV hoher ist als die Betriebsspan- 
nung des zugehorigen Laserdiodenbarrens. 

4. Laserdiodenbauelement nach Anspruch 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Uberbru- 
ckungselement eine Diode auf der Basis von AIG- 
aAs-Halbleitermaterial aufweist. 

5. Laserdiodenbauelement nach Anspruch 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Oberbru- 
ckungselement eine Serienschaltung von mehreren 
Dioden aufweist. 

6. Laserdiodenbauelement nach Anspruch 5, da- 



3/5 



DE 103 06 312 A1 2004.07.22 



durch gekennzeichnet,die Serienschaltung drei 
Si-Dioden aufweist. 

7. Laserdiodenbauelement nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Oberbruckungsele- 
ment mindestens eine Zenerdiode aufweist, deren 
Durchbruchspannung mindestens 200 mV hoher ist 
als die Betriebsspannung des zugehorigen Laserdio- 
denbarrens. 

8. Laserdiodenbauelement nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Oberbruckungsele- 
ment ein Triac ist, dessen Schaltspannung mindes- 
tens 200 mV hoher ist als die Betriebsspannung des 
zugehorigen Laserdiodenbarrens. 

9. Laserdiodenbauelement nach mindestens ei- 
nem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass jeder Laserdiodenbarren und das zugehdrige 
Oberbrukkungselementauf einer gemeinsamen War- 
mesenke aufgebracht sind, dass das Oberbru- 
ckungselement mittels eines ersten Verbindungsmit- 
tels auf der Warmesenke befestigt ist und der Laser- 
diodenbarren mittels eines zweiten Verbindungsmit- 
tels auf der Warmesenke befestigt ist und dass der 
Schmelzpunkt des ersten Verbindungsmitteis bei ei- 
ner hoheren Temperatur liegt als der des zweiten Ver- 
bindungsmitteis. 

10. Laserdiodenbauelement nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verbin- 
dungsmittel ein Hartlot ist und das zweite Verbin- 
dungsmittel ein Weichlot ist. 

11. Schaltungsanordnung mit einer Mehrzahl von 
seriell zueinander verschalteten Laserdiodenbarren, 
an denen im Betrieb der Serienschaltung jeweils eine 
bestimmte Betriebsspannung anliegt, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass jedem Laserdiodenbarren ein 
Oberbruckungselement parallelgeschaltet ist, das bei 
Anliegen der bestimmten Betriebsspannung am zu- 
gehorigen Laserdiodenbarren einen geringeren 
Strom durchlaftt als der Laserdiodenbarren oder kei- 
nen Strom durchlafct und das in einen derart niede- 
rohmigen Zustand umschaltet, dass der Laserdio- 
denbarren uberbruckt wird, sobald der Spannungs- 
abfali am Laserdiodenbarren die bestimmte Betriebs- 
spannung um einen vorgegebenen Spannungswert 
uberschreitet. 

12. Schaltungsanordnung nach Anspruch 11 , da- 
durch gekennzeichnet, dass das Oberbruckungseie- 
ment in den den Laserdiodenbarren uberbruckenden 
Zustand umschaltet, sobald die am Oberbruckungse- 
lement anliegende Spannung mindestens 200 mV 
hoher ist als die bestimmte Betriebsspannung des 
zugehorigen Laserdiodenbarrens. 

13. Schaltungsanordnung nach Anspruch 11 
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Oberbru- 



ckungselement mindestens eine Diode aufweist, die 
bei Anliegen der bestimmten Betriebsspannung an 
dem zugehorigen Laserdiodenbarren in Durchlass- 
richtung gepolt ist und deren Diffusionsspannung 
mindestens 200 mV hoher ist als die Betriebsspan- 
nung des zugehorigen Laserdiodenbarrens. 

14. Schaltungsanordnung nach Anspruch 12 
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Oberbru- 
ckungselement eine Diode auf der Basis von AIG- 
aAs-Halbleitermaterial aufweist. 

15. Schaltungsanordnung nach Anspruch 12 
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Oberbru- 
ckungselement eine Serienschaltung von mehreren 
Dioden aufweist. 

16. Schaltungsanordnung nach Anspruch 15, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Serienschaltung drei 
Si-Dioden aufweist. 

17. Schaltungsanordnung nach Anspruch 12, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Oberbruckungsele- 
ment mindestens eine Zenerdiode aufweist, deren 
Durchbruchspannung mindestens 200 mV hoher ist 
ais die Betriebsspannung des zugehorigen Laserdio- 
denbarrens. 

18. Schaltungsanordnung nach Anspruch 12, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Oberbruckungsele- 
ment ein Triac ist, dessen Schaltspannung mindes- 
tens 200 mV hoher ist ais die Betriebsspannung des 
zugehorigen Laserdiodenbarrens. 

19. Schaltungsanordnung nach mindestens ei- 
nem der Anspruche 11 bis 18, dadurch gekennzeich- 
net, dass jeder Laserdiodenbarren und das zugehori- 
ge Oberbrukkungselement auf einer gemeinsamen 
Warmesenke aufgebracht sind, dass das Oberbru- 
ckungselement mittels eines ersten Verbindungsmit- 
teis auf der Warmesenke befestigt ist und der Laser- 
diodenbarren mittels eines zweiten Verbindungsmit- 
teis auf der Warmesenke befestigt ist und dass der 
Schmelzpunkt des ersten Verbindungsmitteis bei ei- 
ner hoheren Temperatur liegt als der des zweiten Ver- 
bindungsmitteis. 

20. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass das erste Verbindungs- 
mittel ein Hartlot ist und das zweite Verbindungsmittel 
ein Weichlot ist. 

Es folgt ein Blatt Zeichnungen 
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